Химическое газофазное осаждение термохромных пленок диоксида ванадия
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Диоксид ванадия VO2 – вещество, претерпевающее при температуре 68оС переход диэлектрик-металл, обусловленный изменением структуры кристаллической решетки [1]. Наибольший интерес представляют тонкие структурированные пленки диоксида ванадия, которые могут претерпевать гораздо большее количество циклов перехода металл-диэлектрик, нежели большой кристалл. В основном, пленки VO2 получают ионным напылением, которое, несмотря на неплохое качество пленок, является затруднительным и затратным [2]. Поэтому разработка менее требовательных химических способов синтеза пленок является актуальной задачей.

Целью работы было исследование применимости метода металлорганического химического газофазного осаждения (MOCVD) эпитаксиальных пленок VO2 на R-сапфире, а также изучение их состава, структуры и свойств, зависимость свойств от толщины слоя диоксида.

Исследование полученных образцов рентгенофазовым анализом подтвердило образование фазы VO2 во всем слое пленки; поверхность пленки обладает высокой степенью кристаллического совершенства, наблюдается согласованная ориентация кристаллитов, что положительно сказывается на транспортных свойствах в рамках перколяционной модели. Изучение контакта пленка-подложка привело к обнаружению пор в пленке на границе VO2 – Al2O3. В приграничном слое пленки обнаружено образование слоя с гексагональной ячейкой, что может быть объяснено явлением эпитаксиальной стабилизации кристаллитов. Все образцы обладают переходом диэлектрик-металл: сопротивление пленок  изменяется до 4 порядков, отражательная способность в ИК-области возрастает в 14 раз для лучшего образца. Таким образом, метод MOCVD применим для получения биаксиально-текстурированных пленок диоксида ванадия, обладающих выраженным переходом диэлектрик-металл.
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